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渋 谷 隆 夫
2次元電子系については,これまで,Si-MOSの表面反転層を利用して,詳しく研究され
ている｡最近,MBE 卯oleculaT蝕am Epitaxy)によって,Al 'ⅩGa卜xAs/GaAs-テロ接
合FET が開発され,-テロ接合界面に形成された2次元電子気体の研究がなされる様になっ
た｡
bulkのGaAsのg-因子は,0.52であり, -テロ接合界面の電子のg-因子がbulk と同
じであるとすると,かなりの強磁場下でないと,スピン分離が見られないと考えられるが,実
際には,3-4T以上で磁気伝導度 α∬ガを測定すると,ランダウ準位が分離して,スピンの縮
重が解けたことによる分離がピークとして見られた｡このことから,-テロ接合界面内の電子
のg-因子は,bulkのg一倍よりもかなり増大していると予想された｡Si-MOSでは,す
でにg-因子の増大が確認され,そのg一倍も求められており,電子一電子相互作用がその原
因であるとされている｡実験から,-テロ接合界面の電子のg一因子の大きさを求めた結果,
g一国子が3以上に増大しているのを確認できた｡
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